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(54)实用新型名称

一种硅基OLED微显示芯片的减反射封装结

构

(57)摘要

本实用新型揭示了一种硅基OLED微显示芯

片的减反射封装结构，硅基CMOS驱动电路上设有

OLED层，所述OLED层上设有封装层，所述封装层

上设有减反层，所述减反层上方为盖板玻璃。本

实用新型在目前已有的硅基OLED微显示器件制

成上，仅调整或增加封装膜层的材料和厚度，无

需新增额外的工序与制成，可以有效的减小硅基

OLED微显示器件的反射率，具有工艺简单，性能

提升明显等特点。
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1.一种硅基OLED微显示芯片的减反射封装结构，硅基CMOS驱动电路上设有OLED层，所

述OLED层上设有封装层，其特征在于：所述封装层上设有减反层，所述减反层上方为盖板玻

璃。

2.根据权利要求1所述的硅基OLED微显示芯片的减反射封装结构，其特征在于：所述减

反层由单层减反膜构成，或者由多层减反膜堆叠构成，每层减反膜的厚度在50nm~200nm之

间。

3.根据权利要求2所述的硅基OLED微显示芯片的减反射封装结构，其特征在于：所述减

反膜由减反材料构成，所述减反材料采用CVD的方法制备构成。
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一种硅基OLED微显示芯片的减反射封装结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及有机电致发光器件领域，特别涉及一种硅基微显示芯片的减反射

封装结构。

背景技术

[0002] 硅基OLED(Organic  Light  Emitting  Diode，有机发光二极管)微显示器是一种将

主动型发光器件OLED制作在硅基CMOS驱动电路基板上的一种新型显示技术，已广泛应用于

机戴头盔、枪瞄、夜视仪等军用市场，并且在AR/VR市场的应用前景也极其广泛，被称为下一

代显示技术的黑马。

[0003] 常规的硅基OLED微显示器件结构主要包含硅基CMOS驱动电路、OLED发光结构，薄

膜封装结构、盖板玻璃等结构；其中OLED发光结构包含阳极金属材料，OLED发光材料和阴极

金属材料；阳极金属和阴极金属给OLED发光材料提供发光所需要的驱动电压，OLED发光材

料发出的光透过阴极、薄膜封装和盖板玻璃，完成显示的效果。因此需要阴极为透明材料。

阴极需要给OLED提供驱动电压，为了确保OLED发光的均一性，需要阴极材料的电阻尽可能

小。目前常用的阴极材料有Ag和Mg/Ag合金。

[0004] Ag或者Mg/Ag合金的厚度在纳米量级时，表现为高透过率的透明材料。但是Ag或者

Mg/Ag合金，作为金属材料，仍具有部分金属特性，即较高的反射率。因此，以上结构的硅基

OLED微显示器件，在较强的环境光氛围下，会表现出一定的反射特性，从而影响其显示效

果，然而目前并没有解决发射特性的方案。

发明内容

[0005] 本实用新型所要解决的技术问题是实现一种硅基OLED微显示器件的减反射封装

结构，可以有效的减小硅基OLED微显示器件的反射率，提升其显示品质。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案为：一种硅基OLED微显示芯片的

减反射封装结构，硅基CMOS驱动电路上设有OLED层，所述OLED层上设有封装层，所述封装层

上设有减反层，所述减反层上方为盖板玻璃。

[0007] 所述减反层由单层减反膜构成，或者由多层减反膜堆叠构成，每层减反膜的厚度

在50nm～200nm之间。

[0008] 所述减反膜由减反材料构成，所述减反材料采用CVD的方法制备构成。

[0009] 所述减反材料为SiO，SiN，氟化镁，二氧化钛，Al2O3中的部分或全部。

[0010] 本实用新型在目前已有的硅基OLED微显示器件制成上，仅调整或增加封装膜层的

材料和厚度，无需新增额外的工序与制成，可以有效的减小硅基OLED微显示器件的反射率，

具有工艺简单，性能提升明显等特点。

附图说明

[0011] 下面对本实用新型说明书中每幅附图表达的内容作简要说明：
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[0012] 图1为硅基OLED微显示芯片的减反射封装结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面对照附图，通过对实施例的描述，本实用新型的具体实施方式如所涉及的各

构件的形状、构造、各部分之间的相互位置及连接关系、各部分的作用及工作原理、制造工

艺及操作使用方法等，作进一步详细的说明，以帮助本领域技术人员对本实用新型的发明

构思、技术方案有更完整、准确和深入的理解。

[0014] 如图1所示，硅基OLED微显示芯片的减反射封装结构依次设有硅基CMOS驱动电路、

OLED层、封装层、减反层和盖板玻璃。

[0015] 硅基CMOS驱动电路上蒸镀有机材料和阴极金属材料，构成OLED层，将蒸镀有有机

材料和阴极金属材料的基板传递至薄膜封装设备，进行有机和无机薄膜封装，构成封装层。

原先直接在封装层上覆盖盖板玻璃，本实用新型在盖板玻璃和封装层之间增设减反层。

[0016] 减反层由单层减反膜构成，或者由多层减反膜堆叠构成，每层减反膜的厚度在

50nm～200nm之间。减反膜由减反材料构成，减反材料采用CVD的方法制备构成减反膜，减反

材料通过CVD在封装层上或者上一层减反膜上制备，构成本层减反膜。减反材料为SiO，SiN，

氟化镁，二氧化钛，Al2O3中的部分或全部。

[0017] 上面结合附图对本实用新型进行了示例性描述，显然本实用新型具体实现并不受

上述方式的限制，只要采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改

进，或未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接应用于其它场合的，均在本实用新型

的保护范围之内。
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图1
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摘要(译)

本实用新型揭示了一种硅基OLED微显示芯片的减反射封装结构，硅基
CMOS驱动电路上设有OLED层，所述OLED层上设有封装层，所述封装
层上设有减反层，所述减反层上方为盖板玻璃。本实用新型在目前已有
的硅基OLED微显示器件制成上，仅调整或增加封装膜层的材料和厚度，
无需新增额外的工序与制成，可以有效的减小硅基OLED微显示器件的反
射率，具有工艺简单，性能提升明显等特点。
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